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RBS- Principais processos físicos

• Fator de Freamento

• Fator Cinemático

• Seção de Choque

• Stragling
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Fator Cinemático: Espalhamento elástico
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Seção de choque de espalhamento
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Seção de choque de espalhamento Rutherford 
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Variação quadrática média da distribuição de energia
RBS-FRS
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RBS - Efeito da espessura (amostra de TiO2)
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Ressonâncias Ressonâncias

Ressonâncias

12C(p,p0)12C  para perfil de Carbono 16O(α,α0)16O  para perfil de Oxigênio

ρ
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